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１．概要（Summary） 
近年、量子効果を利用した新規デバイス開発の観点か

ら、窒化物半導体ナノワイヤが注目されている[1]。本研

究は豊田工業大学のナノテクノロジープラットフォーム支

援制度を利用し、ナノワイヤを結晶成長するための微細

加工基板を作製した。将来的には利用者所属機関の放

射光実験装置を用いて、窒化物半導体ナノワイヤの結晶

成長メカニズムの解明を目標とする。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
電子ビーム描画装置、Reactive Ion Etching 装置

（非 Bosch プロセス）、電界放出形走査電子顕微鏡

（FE-SEM）（電子線後方散乱回折(EBSD)付属） 
【実験方法】 
電子ビーム描画および RIE によって、熱酸化膜付シリ

コン(111)基板に、5 ミリ角四方の微小穴加工を施した

（Fig.1）。微小穴の直径は100nm、微小穴の間隔は同一

試料に 5 µm、1 µm、500 nm、200 nm の４パターンを形

成した。 

 

 

利用者所属機関にて、上記シリコン加工基板を弗酸処

理し、微小穴表面の自然酸化膜を除去した。その後、分

子線エピタキシー装置に投入し、高温加熱によって、表

面クリーニングを施した。高周波窒素プラズマソースを用

いて、窒化アルミニウムバッファ層を堆積した後、基板温

度 650 ℃、窒素過剰条件下で窒化ガリウム（GaN）ナノワ

イヤを成長した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig.2 は GaN ナノワイヤを成長した試料の SEM像であ

る。矢印に示すように、ナノワイヤが選択的に結晶成長し

ていることを確認し、シリコン加工基板上に設計通りのナノ

ワイヤを配列することができた。しかし、一つの微小穴の中

に複数のナノワイヤが成長している部分も確認され、所属

機関で実施予定の放射光実験の弊害となる可能性がある。

今後は、結晶成長条件の最適化により、一つの微小穴に

単一のナノワイヤが成長する条件を見出し、放射光実験

に適した試料作製を実施していく予定である。 
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Fig. 1 Schematic illustration of the hole-processed 
Si substrate. 

Fig. 2 A SEM image of the sample after growing 
GaN nanowires at the area of 5µm-pitch. 


